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Sposéb wykonywania gtebokich ekranéw wodoszczelnych w gruntach przepuszczalnych
oraz urzadzenie do stosowania tego sposobu

Wynalazek dotyczy sposobu wykonywania ekranéw wodoszczelnych oraz urzadzenie do stosowania tego
sposobu, zwtaszcza dla ekranéw gtebokich. .

Znany jest spos6b wykonywania ekranéw wodoszczelnych polegajacy na wprowadzeniu substancii
nieprzepuszczalnych w postaci folii lub iniekcji do szczeliny wykonanej w gruncie za pomoca frezow osadzonych
na pionowym watku napedzanym przez silnik znajdujacy sie na powierzchni terenu.

W miare zwiekszenia gtebokosci frezowania wzrastaja opory skrawania, aw zwiazku z tym rosng réwniez
momenty skrecajgce watek napgdowy.

Zwiekszanie wytrzymatosci watka na skrecanie poprzez zwigkszenie jego $rednicy powoduje wzrost
szerokosci skrawania, a w konsekwencji wzrost oporéw i momentéw skrecajacych watek.

Z powyiszych wzgledéw maksymalna gtebokosé wykonywania ekranéw przy zastosowaniu powy2szej
metody wynosi 20—40 m, w zaleznosci od rodzaju gruntu.

W wielu przypadkach gteboko$é ekranowania na powyzsza gtebokosé jest niewystarczajgca w szczegol-
nosci w przypadku uszczalniania podfoza przy wysokich zaporach wodnych, lub przy zabezpieczeniu kopalri
odkrywkowych przed naptywem wéd_gruntowych.

Celem wynalazku jest zwigekszenie gtebokosci wykonywania ekranéw wodoszczelnych w gruntach prze-
puszczalnych. ’ '

Zadanie techniczne prowadzace do tego celu polega na zmianie sposobéw wykonywania szczeliny
w gruncie, oraz wprowadzania substancji ekranujacej do szczeliny.

Zadanie zostato rozwigzane przez zastosowanie do wycinania szczellny strumienia plazmy o wysokiej
temperaturze i ci$nieniu oraz przez wprowadzenie pod ci$nieniem do szczeliny substancji ekranujgcej w formie
iniekcji, ktéra po skrzepnieciu tworzy ekran wodoszczelny, a takze przez opracowanie urzadzenia do stosowania
tego sposobu.

Sposéb wykonywania ekranu wedtug wynalazku polega w pierwszej fazie na wprowadzeniu do gruntu na
projektowana gtgbokos¢ urzadzenia ekranujacego. Operacje te wykonuje sie poprzez zapuszczenie urzadzenia do
uprzednio odwierconego otworu, lub przez wytapianic ~tworu za pomoca palnikéw plazmowych zamontowa-
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nych w dolnej oraz czotowej czesci urzadzenia. Po opuszczeniu urzadzenia na 2adang gtgbokos$é strumieri
plazmy o temperaturze *18—20 tys. °C wytworzony przez palniki plazmowe zamontowane od strony czotowej,
a na catej dtugosci urzqdzenla ekranujacego, wytupia oraz czesciowo odparowuje grunt, wycinajac w ten sposéb
szczeline o szerokosci wiekszej od szerokosci urzadzenia ekranujaego.

Na skutek wysokiego cisnienia powstajacego w czesci czotowej w czasie wytapiania, roztopione sktadniki
mineralne gruntu Wyciskane s3 miedzy $ciankami urzadzenia, a niestopiong ptaszczyzng gruntu, do tytu, gdzie
zastygajac, wypetniaja czesciowo szczeline oraz uszczalniaja wstepnie jej Scianki.

Niewypetniona czesé szczeliny wypetniona jest iniekcja, ktéra krzepnac w szczelinie tworzy wiasciwy
' ekran wodoszczelny.

) Iniekcja doprowadzona jest przewodem znajdujacym si¢ wewnatrz urzadzenia ekranujacego i ttoczona jest
przez dysze znajdujace sie w tylnej czesci urzadzenia pod ci$nieniem zapewniajacym przesuwanie si@ urzadzenia
ekranujacego w kierunku czotowym.

Jako substancje ekranujaca w formie iniekgcji stosuje sie parafing o temperaturze poczatkowej okoto 60°C,
lub inne termoplasty o podobnych wtasciwosciach.

Urzadzenie do gtebokiego ekranowania wykonane jest w formie wydrazonej Zerdzi o dtugosci do kilkuset
metréw i przekroju poprzecznym o obrysie zewnetrznym w ksztatcie zblizonym do ptaskiej elipsy;

Urzadzenie ekranujace sktada sie z segmentéw o dtugosci kilku metréw, taczonych sukcesywnie nad
powierzcﬁnia terenu w trakcie jego zagtebiania w grunt. Podziat na segmenty ma na celu utatwienie opuszczania
i wydobywania urzadzenia, oraz umozliwia dobdr dtugosci urzadzenia do wymaganej gtebokosci ekranowania.

W czotowej czesci urzadzenia zamontowane s palniki plazmowe o strumieniu niezaleznym, przy czym
dysze wylotowe wykonane sg w formie pionowej szczeliny o ksztatcie trapezu, zaréwno w przekroju poprzecz-
nym jak i podtuznym, dzieki czemu uzyskuje si¢ sektorowe dziatanie palnika.

W zewnetrznej czeici dyszy po obydwu jej stronach wykonane sa kanaty, doprowadzajace zjonizowane
gazy ze strefy ogniowej, znajdujacej sie na zewnatrz palnika do komory jonizacyjnej w poblize katody, gdzie
czastki tych gazow ulegaja przyspieszeniu w fuku elektrycznym iwyrzucane s3 ponownie przez dysze na
zewnatrz. Stworzenie obiegu zamknigetego umozliwia zmniejszenie zuZycia energii na wstepng jonizacje gazow,
oraz powoduje zwigkszenie gestosci plazmy dzigki czemu zwigksza sie sprawnos¢ palnikéw.

Tylna cze$é urzadzenia stanowi przewéd doprowadzajacy iniekcje, ktéra wyrzucona jest do szczeliny przez
dysze szczelinowe o przekroju trapezowym wykonane na catej dtugosci urzadzenia. Site wyrzutu iniekcji dobiera
si¢ w ten sposob, aby zapewnione zostato samoczynne przemieszczanie si¢ urzadzenia ekranujacego w kierunku
czotowym z szybkoscia réwng szybkosci wytapiania szczeliny w czesci czotowej. Wielkos$é sity wyrzutu reguluje
sie przez zmiang cisnienia na pornpie, ttoczacej iniekcje do przewodu, znajdujacej sie na powierzchni terenu.

Zastosowanie wynalazku umozliwia znaczne zwigkszenie gtebokosci ekranowania, zwigkszenie szybkosci
wykonywania ekrandw, oraz zmniejszenie naktadéw na jednostke ekranowanej powierzchni.

Wynalazek umozliwia wykonywanie ekranéw w gruntach wielowarstwowych z przedktadkami spekanych
skat twardych, poniewa? temperatura strumienia plazmy rzedu 18—20°C przekracza znaczme temperature
topnienia najbardziej ognioodpornych mineratéw.

Mozliwe jest réwniez wykonywanie ekrandw w gruntach nawadnianych, bez wstepnego ich odwadniania,
poniewaZ wysokie ci$nienie gazéw powstajace w czasie pracy urzadzenia powoduje samoczynne odwodnienie
gruntu w strefie pracy urzadzenia ekranujacego.

Cisnienie gazow zabezpiecza jednoczesnie szczeling przed jej zasypywaniem sie, przy wykonywaniu
ekranowania w gruntach sypkich. .

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedsta-
wia schemat ogdlny sposobu wykonywania ekranu, a fig. 2 — przekr6j poprzeczny urzadzenia ekranujgcego
w trakcie procesu ekranowania.

Fig. 1 wczesci A przedstawia schemat zapuszczania segmentéw urzadzenia ekranujacego 1 w grunt do
uprzednio wykonanego otworu. Opuszczanie odbywa si¢ przy uzyciu dzwngu w ktéry wyposazone jest
samobiezne zrédto zasilania 2 poruszajace si¢ po powierzchni terenu.

Fragment B na fig. 1 przedstawia schemat pracy urzadzenia ekranujacego 1 zawieszonego na urzadzeniu
d2wigowym samobieznego Zrdédta zasilania 2 oraz fragment wykonanego ekranu w gruntach piaszczystych przy
gtebokosci ekranowania wynoszacej 500 m.

W rozpatrywanym przypadku szeroko$¢ wytapianej szczelmy wynosi 60 mm, a szeroko$é konstrukql
urzadzenia ekranujacego 35 mm.

Jako substancje ekranujgca w rozpatrywanym przyktadzue stosuje sie parafing tfoczong w temperaturze
okoto 60°C do uktadu chtodzacego, gdzie nagrzewajac sie do temperatury wrzenia 300°C i wyparowujac,
chtodzi urzadzenie ekranujace, a nastepnie wyrzucona przez dysze do wykonanej szczeliny, skrapla sie | krzepnie
tworzac ekran wodoszczelny.
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Przyjmujac, 2e 20% szczeliny wype&nlone zostanie parafing, areszta wypetniona bedzie szkliwem
z roztopionego piasku, zuzycie parafiny na 1 m? ekranu wyniesie 0,5 X 0,2 X 100 X 0,9 = 9 KG.

Fig. 2 przedstawia przekré6j poprzeczny urzadzenia ekranujacego w trakcie procesu ekranowania.

Urzadzenie sktada sie z obudowy 3 wykonanej ze stali zaroodpornej, o przekroju w obrysie zewnetrznym
zblizonym do ptaskiej elipsy. Wewnatrz obudowy od strony czotowej wmontowane s palniki plazmowe 4
o strumieniu niezaleznym, oraz przewody doprowadzajace energie elektryczng 5. Dysze wylotowe wykonane sq
w formie pionowej szczeliny o ksztatcie trapezu zaréwno w przekroju poprzecznym jak i podfuznym, dzieki
czemu-uzyskuje sig¢ sektorowe dziatanie palnika. Kat rozwarcia w ptaszczyznie pionowej dyszy zapewnia zazgbia-
nie sie seKtoréw dziatania sasiadujacych palnikéw. .

W zewnetrznej czesci dyszy po obydwu jej stronach wykonane sq kanaty 6 doprowadzajace zjonizowane
gazy ze strefy ogniowej, znajdujacej sie na zewnatrz palnika, do komory jonizacyjnej w poblize katody, gdzie
czastki tych gazéw ulegaja przyspieszeniu w tuku elektrycznym iwyrzucane s ponownie przez dysze na
zewnagtrz jako strumieri plazmy.

Stworzenie obiegu zamknigtego umozliwia zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej na wstepng jonizacje
gazéw, oraz powoduje zwiekszenie gestosci plazmy, dzieki czemu zwigksza sie sprawnos$c palnikéw.

Pozostata cze$c przestrzeni wewnatrz obudowy stanowi przewdd doprowadzajacy iniekcje 7, ktéra
wykorzystywana jest réwniez jako czynnik chtodzacy dla palnikéw i obudowy, oraz jako masa wyrzutbwa
powodujgca przemieszczanie sie urzadzenia ekranujgcego w kierunku czotowym.

Urzadzenie ekranujace dziata w oparciu o dwa ustawione przeciwlegte silniki strumieniowe, z ktérych
pierwszy umieszczony w czgéci czotowej ma za zadanie: wytapianie strumieniem plazmy materiatéw skalnych
znajdujacych sie na trasie ekranu, przemieszczanie stopionej masy do tytu, oraz zabezpieczenie poprzez cisnienie
gazéw strefy pracy urzadzenia przed naptywem wody oraz zasypywaniem sie szczeliny materiatami sypkimi.
Energia do pracy tych silnikéw dostarczana jest przewodami ze zrédta zasilania 2 pracujgcego na powierzchni
terenu.

Drugi rodzaj silnikéw, umieszczony w tylnej czesci obudowy, ma za zadame przemieszczenie urzadzenia
ekranujacego w kierunku czotowym oraz wypetnianie szczeliny substancja ekranujaca, ktdra spetnia ponadto
role masy wyrzutowej oraz czynnika chtodzacego palniki i obudowe. Energia do pracy tych silnikéw dostarczona

" jest w postaci cisnienia wytwarzanego w iniekcji przez pompy pracujace na powierzchni terenu. Dodatkowymi
2rédtami energii sa przemiany energetyczne zachodzace w czasie chiodzenia, oraz sita grawitacji ziemi
powodujaca wzrost cisnienia w miarg zwigkszania si¢ wysokosci stupa cieczy w pionowo ustawionym przewod2|e
iniekcyjnym.

Ekran wodoszczelny powstaje w wyniku krzepnigcia na $ciankach szczeliny stopionych materiatéw
skalnych w postaci szkliwa 8, oraz krzepnigcia wtasciwej substancu ekranulqcej, ktéra stanowi parafina lub inne
termoplasty.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wykonywania gfgbokich ekranéw wodoszczelnych w gruntach przepuszczalnych, znamienny
tym, Ze szczeling w gruncie wykonuje sie przez wytapianie i czgsciowe odparowywanie sk tadnikéw mineralnych
za pomocg strumienia plazmy w temperaturze 18—20 tys.’C, ado wykonanej szczeliny wprowadza sie pod
ciSnieniem iniekcje w postaci cieczy lub pary, ktére krzepnac w szczelinie tworzg wodoszczelny ekran.

2. Sposdb wykonywania ekranéw wodoszczelnych wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze jako substancje -
ekranujaca stosujé sie parafing lub inne termoplasty o zblizonych wtasciwosciach.

3. Urzadzenie do stosowania sposobu wedtug zastrz. 1 i2, znamienne tym, e posiada ksztatt 2erdzi
wydrg2onej wykonanej ze stopéw zaroodpornych i sktadajacej sie z segmentéw, o przekroju ptaskiej elipsy,
wewngtrz ktdrej w czesci czotowej zamontowany jest szereg palnikéw plazmowych (3), a pozostaty cze$é
przestrzeni wewnetrznej urzadzenia (1) stanowi przewdéd doprowadzajacy pod ci$nieniem iniekcje (7), ktéra
wyciskana do wykonanej szczeliny ze strony przeciwlegtej do palnikéw (4) powoduje przesuwanie si¢, na
zasadzie odrzutu, urzadzenia ekranujacego (1) w kierunku czotowym oraz wytwarza ekran wodoszczelny.

4. Urzadzenie wedtug zastrz. 3, znamienne tym, Ze iniekcja (7) wykorzystywana jest jako masa wyrzutowa
oraz jako czynnik chtodzacy dla palnikéw (4) i obudowy urzgdzenia (3).

5. Urzadzenie wedtug zastrz. 3, znamienne tym, Ze w zewnetrznej czesci dyszy palnikéw plazmowych po
obydwu jej stronach wykonane s3 kanaty (6) doprowadzajace zjonizowane gazy ze strefy ogniowej znajdujacej
si¢ na zewngtrz palnika do komory jonizacyjnej w poblize katody, gdzie czastki tych gazéw ulegaja przyspiesze-
niu w tuku elektrycznym i wyrzucane sq ponownie przez dysze na zewnatrz w postaci strumienia plazmy, dzieki
czemu powstaje obieg zamkniety pozwalajgcy na zmniejszenie zuzycia energii na wstepna jonizacje gazéw, oraz
2wieksza sig gestosc plazmy, przez co uzyskuje sie wigksza sprawno$é palnikéw plazmowych. '
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